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【緒言】斜方晶 BaSi2 は、太陽電池に適したバンドギャップと高い光吸収係数を持つとともに資

源豊富な元素で構成されることから、新規薄膜太陽電池材料として期待されている。しかし、BaSi2

薄膜の作製法は、分子線エピタキシー法とスパッタリング法に限られており、その作製は容易で

はない。そこで、より簡便な方法として真空蒸着法に注目した。本研究の目的は、真空蒸着法に

よりガラス基板上に BaSi2薄膜を作製すること、及び、その物性を明らかにすることである。 

【実験方法】純度 99 %の BaSi2顆粒を原料とし、これを抵抗加熱により気化させ、無アルカリガ

ラス基板上に堆積させた。基板温度(Ts)は、500または 600 ˚C とした。得られた薄膜は、ラマン分

光、X 線回折(XRD)、透過・反射スペクトル測定により評価した。 

【結果と考察】図 1に蒸着膜の斜入射 XRDパターンを示す。Ts = 500, 600 ˚C で、ピークパターン

は斜方晶 BaSi2 のシミュレーションパターンと一致していることが分かる。また、ラマン分光で

も、BaSi2の格子振動に起因するピークのみが確認された。したがって、真空蒸着により、多結晶

BaSi2膜を作製可能であることが実証できた。次に光学特性を調査するために、透過・反射スペク

トルを測定した。得られた透過率(T)と反射率(R)より、T/(1-R)に理論式をフィッティングする

Hishikawaらの方法 [1] を用いて、光吸収係数()と膜厚を決定した。Ts = 500 ˚C で成長した蒸着

膜のおよび(h)
1/2を図 2に示す。同時に、膜厚は 119 nmと決定された。の値は 1.5 eVの光に

対して 3×10
4
 cm

-1であり、これはエピタキシャル膜についての報告値 [2] と一致している。(h)
1/2

の近似直線の切片より求めた間接遷移吸収端の値は、1.13 eV であった。この値は、エピタキシャ

ル薄膜についての報告値(1.34 eV [2])より小さく、単結晶(1.13 eV [3])や粉末(1.15 eV [4])と近い値で

ある。したがって、本研究で得られた BaSi2 膜の歪み状態や不純物などは、エピタキシャル膜よ

りも単結晶や粉末に近い可能性が考

えられる。 
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図 1 蒸着膜の斜入射 XRD

パターン。入射角: 2˚. 
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図 2  Ts = 500 ˚C の蒸着膜
のと(h)

1/2
。 
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